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报告现场 

袁广才博士简介： 

袁广才博士，教授级高工，博导，京东方半导体技术科学家/副总裁/院长，

在半导体显示领域有 16 年研发经验。承担国家及企业重大项目 43 项，主要有 14

年至 20 年主持工信部电子发展计划-大尺寸 Oxide LCD 显示技术研发及产业化

项目；15 年主持北京市科学技术委员会科技新星计划-Cu+Oxide TFT for AMOLED 

TV 技术开发，同年主持北京市市委组织部北京市优秀人才资助项目-Cu+Oxide 量

产技术评估及技术开发项目；19 年主持中关村颠覆性技术应用-CNT 在显示领域

的应用技术开发，作为企业主持人主持科技部国家重点研发计划“变革性技术关

键科学问题”-大面积薄膜器件与集成系统项目；21 年作为首席科学家主持十四

五“新型显示与战略性电子材料”重点专项 “高性能氧化物 TFT 材料与关键技

术”项目工作；23 年作为提出人负责国家自然科学基金联合项目工作；同时也

在前沿技术和理论方向不断深入探究，近五年发表论文 19 篇，22 年在《Adv. 

Funct. Mater.》、《Chem. Eng. J.》、《JMCC》、《MOLECULES》和《IEEE》

期刊上发表 5 篇高质量论文。近五年获得授权专利 224 件，在氧化物 TFT、柔性

LTPO、MLED(Mini/Micro LED)显示、数字化生产设备四个个技术方向实现量产，

通过约 15 亿的研发费用形成大于四百亿产值，相关成果得到行业及社会的高度

肯定，获得中国电子学会科技进步一等奖、优秀科技工作者、北京市优秀青年等

11 项奖励，为我国半导体显示行业的技术突破做出了巨大贡献。 
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图一点缺陷调控与构建。a) 调控发光中心离子 Mn2+以及异价掺杂离子在 CdI

和 CdII格位占据比例进而影响局部缺陷的分布与产生。b) CsCdCl3:20%Mn
2+ (I)

和 CsCdCl3:0.1%Mn
2+(II)的热释光谱。c) CsCdCl3:0.1%Mn

2+ (II)和

CsCdCl3:5%Mn
2+， 0.1%Zr4+ (III)的热释光谱。d) 不同 Mn2+掺量 CsCdCl3样品的

室温电子顺磁谱对比。 
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图二 使用所制备的 X 射线存储荧光粉制备闪烁屏并用于实时 X 射线成像和

延时成像。 
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图 1. （a）CN-IC 的化学结构及其分子设计理念，（b）DFT 计算得到的

常用 IC 单元衍生物及 CN-IC 的能级和（c）静电势分布 
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图 2.（a）CN-IC 的合成路线，（b）BTPCN-EH，BTPCN-BO 和 BTPCN-HD

的化学结构式和（c）对甲苯磺酸催化的 Knoevenagel 缩合反应机理 

҈ҩ№ Ҋ ₮ԅ ᵌ ᾣ ̆

ᵝԍ 960 nm̆ ᾣ ҹ 1.29 eV̂ 3a
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图 3. PTTzF、Y5-BO、BTPCN-EH、BTPCN-BO 和 BTPCN-HD 的（a）薄膜吸

收光谱和（b
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图 4. 基于 BTPCN-BO 多元 OSCs 的（a）J–V 曲线和（b）EQE 光谱；

BTPCN-BO 和（c）不同端基的 Y 系列衍生物以及（d）带隙小于 1.3 eV

的 NIR NFAs 的 OSCs 器件性能对比 
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